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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

® Schaltungschip mit spezifischer Anschluftflachenanordnung 

® Ein Schaltungschip besteht aus einem halbleitenden 

Substrat mit emer Vorderseite und einer Ruckseite, wobei 

in der Vorderseite des halbleitenden Substrats eine inte- 

von Bauelementen 

defimert ist. Der Schaltungschip weist ferner zumindest 
zwei Anschlufcflachen zur Kontaktierung von Anschlus- 
sen der integrierten Schaltung auf, wobei zumindest eine 
der AnschluBflachen auf der Vorderseite des halbleiten- 
den Substrats und zumindest eine der AnschluSflachen 
auf der Ruckseite des Halbleitersubstrats angeordnet ist 
Vorzugswetse weist die integrierte Schaltung zumindest 
zwei zur Signaleinkopplung oder Signalauskopplung die- 
nende und ohne Beeintrachtigung der Funktion der inte- 
grierten Schaltung vertauschbare Anschlusse auf, wobei 
einer derselben mit der auf der Vorderseite angeordneten 
Anschlufiflache verbunden ist, wahrend ein anderer der- 
selben mit der auf der Ruckseite angeordneten AnschluS- 
flache verbunden ist 
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Beschreibung 



Die vorlicgcndc Ertindune bezicht sich allgcmcin auf 
Schaltungschips und die Anordnung von zumindest zwei 
AnschluBflachcn auf dcnsclbcn und insbesonderc auf ultra- 
dunne Schaltungschips, die zum Aufhau von Aachen Chip- 
kancn odcr elektronischen Etiketten gecignct sind. 

Durch die Emwicklung der kontaktbehafteren und der 
komaktlosen Chipkanen har sich ein vollig neuer und 
schnell wachsenrter Markr, fiir elektronische Mikro-Sysreme 
ergeben. Integrierte Schaltungen werden nichi tnehr leriig- 
lich in GroBgerate oder auch Handsysteme eingebaut. son- 
dem sozusagen "nackt" in Chipkarren. Am Ende dieser Ent- 
wicklung stent die sogenannte Wegwerfelektronik. deren er- 
ster Verrrererdie Teiephonkarte war. 

Eine Wegwerfelektronik erfordert preisgunstige ('hips 
bzw. Mikromodule in okologisch akzeptablen Triigem. Dar- 
uberhinaus sind zunehmend flachere Module erforderlich, 
insbesonderc im FaLle elektronischer Etiketten, bei denen 
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lisierung lediglich auf der von der Probenflussigkeit entfern- 
ten Seite befindeu wodurch die KurzschluBsicherheii erhbht 
wind. 

Samtlichc bekanntc Koniakticrungsvcrfahrcn sind bei der 
Fcrtigung ultrafiachcr Chipkartcnmodulc oder elektroni- 
scher Etiketten nachteiiig, da zum einen exakte Justagever- 
fahrcn erforderlich sind, und zum andcrcn die crzeugtcn 
Kontaktierungen eine weiiere Verringerung der Dicke von 
derartigen Modulen verhindem. 

Die planare Kontaktanordnung herkommlicher imegrier- 
rer Schaltungen ist in deren planartechnischer Hersicliung 
begriindet. Diese beruht auf dem einseitigen Zugriff auf die 
Oberflachc und deren Strukturierung mittels lirhographi- 
scher Verfahren. Ubliche integrierte Schaltungen weiscn in 
aller Regel von einigen 10 bei Speichem bis zu mehreren 
100 Anschlussen bei komptexen Logikbausteinen auf, die 
ais sogenannte AnschluB-Pads meist am Rande der inte- 
grierten Schaltungen angeordnet sind. Typische AnschluB- 
flachenabmessungen liegen im Bereich von 70 urn. um die 



ein kontaktloses Modul, das aus einer integrierten Schal- 20 Anforderungen an die Justiergenauigkeit bei einem Testen 

tung, d. h. einem Schaltungschip, und einer Antennenspule und bei der Kontaktierung in ertraglichen Grenzen zu hal 

besteht, zwischen zwei Papieren eingebettet wird. Ein sol- ten. " 

ches elektronisches Etikett setzt eine besonders flache Bau- Bei fur eine Wegwerfelektronik geeigneten Schaltung 

form des kontaktlosen Moduls mit einem moglichst gerin- schips stellen sich weitgehend andere Anforderungen. Bei 

gen Dickenauftrag voraus, um papiertechnische Vorgange, 25 spielsweise besitzen integrierte Schaltungen fur Transpon 



wie z. B. Bedrucken. Laminieren. usw., nicht zu beeintrach 
tigen. Meben Papieren konnen zur Herstellung elektroni- 
scher Elikellen auch andere diinne, flexible Substrate, wie 
z. B. Polymerfolien, verwendet werden. Der Anwendungs- 
bereich fur elektronische Etiketten reicht von der Waren- 
kennzeichnung Liber Tickets bis hin zu Sicherheitspapieren 
und darubcrhinaus bis in die Domane der heutigen Chipkar- 
len. 

An die Kontakticrungstechnologie fiir solchc dunncn 



dennodule als einzige periphere Beschaltung eine groBfla- 
chige Induktivitat, d. h. eine Antennenspule und/oder eine 
KapazitaX d. h. einen Dipol. Die Dicke dieser externen An- 
schluBelemente liegt typischerweise bei einigen Mikrome- 
30 tern. Mittels der externen AnschluBelernente bezieht die in- 
tegrierte Schaltung ihre Betriebsenergie aus einem extemen 
Hochfrequenzfeld und tauscht Daten mit diescm Hochtrc- 
quenzfeld aus. Im einfachsten Fall erfolgt dieser Datenaus- 
tausch durch eine Datenspeicher-programmierte Dampfung 



Chips ist cine Rcihc von spcziellen Anforderungen zu stel- 35 des Antcnnenkrciscs. Der Antennenkreis bildct zusammcn 



lcn. Dicsc bezichen sich auf einen gcringen Prcis, cincn ge- 
ringen Matcrialcinsatz, eine lcichte Kontaktierbarkcit und 
vor allem eine geringe Bauhohe. Letztere ist. essentiell, 
wenn allc Voneilc der Diinnchip-Tcchnologie genutzt wer- 
den solfen. 

Tm Gegensarz zu Einzel- unri vor allem auch Leistungs- 
Bauelementen werden integriene Schaltungen in aller Regel 
durch planar in einer Ebene, namlich der Nutzoberflache des 
Halbleiters liegende Kontakte, mit der peripheren Beschal- 
tung verbunden, Diese periphere Beschaltung isr im ein- 
fachsten Fall durch die Kontaktstifte eines Gehauses gebil- 
det. Im Falle von speziellen Montagetechniken, beispieis- 
weise der Chip-On-Board-Technoiogie, ist diese periphere 
Beschaltung beispielsweise durch Leiterbahnen auf einem 
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mit einem integrierten Kondcnsator und einem Widcrstand, 
der durch einen Transistor, der dffnet und schiieBt und damit 
den Schwingkreis dampft, einen Resonanzkreis. Folglich 
benotigt cine solchc integriene Schaltung fur cincn Einsatz 
in einem Transpondermodul lediglich zwei externe An- 
schliisse. Hierbei stellen sich kaum Probleme hinsichtlich 
einer Erwarmung, da die in der imegrierren Schaltung um- 
gesetzte Energie dem Strahiungsfeld des Schreib-Lesegerats 
entstammt, entsprechend dem Raumwinkel relativ gering ist 
und zudem nur iiber kurze Zeit anliegt. 

Seit langem wird die Riickseite herkommlicher Schal- 
tungschips mit metallischen Belagen versehen, um zum ei- 
nen definierte Potentialverhaltnisse und einen Ohmschen 
Kontakt zu erreichen, und um zu anderen diverse Lotverfah- 



Substrat, das im wesentlichen einer iib lichen kupferka- 50 ren einsetzen zu konnen. Fur diese Metallisierung kommt 



schierten Leiterplatte entspricht, gebildet. Hinsichtlich der- 
zeit gangiger Kontaktierungstechniken sei beispielsweise 
auf den Arukel "Packaging-Trends: High-Tech im Kleinst- 
format" H. Reichl u. a., Bauelemente, IC-Packaging, Elek- 
ironik 12/1998, verwiesen. Beschrieben werden don insbe- 
sonderc Flip-Chip-Bondtechniken, bei denen die Montage 
des Chips und die Kontaktierung gleichzeitig erfolgt. Femer 
ist dort die Moglichkeit einer Dunnfilmverdrahtung be- 
schrieben. Die Vcrwcndung eines derartigen Flip-Chip- Vcr- 



eine Vielzahl von Metallen in Frage, die nach ihren Eigen- 
schaften ausgewahlt und kombiniert werden. Diese Eigen- 
schaften sind beispielsweise die Bildung eines niedrig- 
schmelzenden Eutektikums, das Legierungsverhalten, das 
55 Benetzungsverhalten, das Korrosionsverhalten, das Vernal- 
ten als Diffusionsbarriere sowie die mechanische Belasibar- 
keil. Typische bekannte Schichtaufbauten bestehen aus 
Kombinationen von Ti, TiN, W. Ni. Al, Au, Cr. 
Uberdies besteht die ubliche Funktion eines Riickseiten- 



fahrens fur kontaktlose Chipkanen ist auch in der DE-A- 60 kontakts bei konventionell gehausten Chips darin, eine me- 



196 39 902 beschrieben. 

In der DE-C-44 30 812 ist ein Verfahren zum Herstellen 
cincs ionensensitiven Fcldeffckrtransistors mit einem Ruck- 
scitenkontakt beschrieben. Dort ist ein Verfahren beschrie- 
ben. um frci wahlbarc vcrtikalc Kontakte zwischen der Bau- 
elcmcntcbene und der Ruckscitenmctallisierung zu realisie- 
ren. Die Kontaktierung der Bauelementebene ertblgt dann 
ausschlieBlich von der Ruckseite her, so daB sich die Mctal- 



chanisch und vor allem auch thermisch gut leitende Vcrbin- 
dung mit dem Gehause herzustellen. 

Die Aufgabe der vorlicgenden Erfindung besteht darin, 
einen Schaltungschip mit einer spezifischen AnschiuBfla- 
65 chenanordnung zu schaften, der die einfache und kostcn- 
giinstigc Fertigung ultraflacher Chipkanen odcr elektroni- 
scher Etiketten ermoglicht. 
Dicsc Aufgabe wird durch cincn Schaltungschip gcmaB 
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Anspruch 1 gelosi. 

Die vorliegende Erfindung schalTt einen Schaltungschip 
aus einern halbleitenden Substrat mil einer Vorderseite und 
cincr Riickscitc, wobci in dcr Vbrdcrscitc dcs halblcitcndcn 
Subsirais eine integrierte Schaltung rnit einer Mehrzahl von 
Bauclcmcntcn dcfinicrt ist, mil zumindcst zwci AnschluB- 
flachen zur Kontakticrung von Anschliisscn dcr intcgricrtcn 
Schaltung, wobci zumindcst cine dcr AnschluBflachen auf 
dcr Vbrdcrscitc dcs Halblcitcrsubstrats und zumindcst cine 
dcr AnschluBflachen auf dcr Riickscitc dcs Halblcitcrsub- 
strats angcordnct ist. 

Bci bevorzugten Ausruhrungsbcispiclcn wcist die intc- 
gricrtc Schaltung zwci zur Signalcinkopplung odcr Signal- 
auskopplung dienende und ohne Beeintrachtigung der Funk- 
tion dcr intcgricrtcn Schaltung vcrtauschbarc Anschliissc 
auf, wobei einer derselhen mit der auf der Vorderseite ange- 
ordnctcn AnschluBflachc verbunden ist, wahrend dcr andcrc 
derselhen mit der auf dcrRiickseite angeordneten AnschluB- 
flache verbunden ist. Die beiden AnschluBflachen sind so- 
mit als elektrisch gleichwertig anzusehen. Bei der Verwen- 
dung des erfindungsgemaBen Schaltungschips fur ein Trans- 
pondermodul besitzt. derselbe somit lediglich zwei An- 
schluBflachen, von denen einer auf der Vorderseite angeord- 
net ist und dieselbe im wesentlichen bedeckt, wahrend der 
andere auf der Ruckseite angeordnet ist. und dieselbe im we- 
sentlichen bedeckt. 

Wie oben angegeben, werden die metallischen Kontakte 
vorzugsweise groBflachig ausgefiihrt, wobei sie maximal 
die gesamte Chipfliiche einnehmen. Dadurch ergibt sich eine 
sehr einfache und damit unpriizise Justage und Kontaktie- 
rung mit geringem IJbergangswiderstand. Ein geringer 
IJbergangswiderstand ist erforderlich, um die im Resonanz- 
fail relativ hohen Strome im Schwingkreis zu leiten. Diese 
bestimmen die Spulengiite, die im Sinne einer engbandigen 
Resonanz moglichst hoch sein sollte. 

Die erfindungsgemaBe Anordnung der Anschlufiflachen 
ermoglicht beispielsweise beim Einsatz des Schaltungschips 
in einem Transpondermodul eine moglichst flache Verbin- 
dung der AnschluBflachen mit den peripheren Komponen- 
ten, wobei, wie oben angegeben. bei einem Transpondermo- 
dul im Regelfall zwei Anschlusse geniigen, um sowohl die 
Energieversorgung als auch den bidirektionalen DatenfluB 
sicherzustellen. Somit ist ein extrem fl aches Transponder- 
modul mit einer Gesamidicke im Bereich von 10 urn reali- 
sierbar. Dadurch ist der Einbau in oder zwischen diinne Sub- 
strate inoglich. Insbesondere ennoglichl der erfindungsge- 
maBe Aufbau des Schaltungschips ein sehr massearmes Mi- 
kromodul, was eine Rolle bei den Malerialkosten und insbe- 
sondere bei der Entsorgung im Falle einer Wegwerfelekiro- 
nik spielt. Bei der geringen Dicke des Schaltungschips. typi- 
scherweise im Bereich von 10 um, kann ein Kontakl durch 
eine Anzahl von Verfahren auf die Riickseiie des Schaltung- 
schips gefiihrt werden. Uberdies liefert das Vorsehen einer 
AnschluBllache auf der Vorderseite und einer AnschluBlla- 
chc auf dcr Riickscitc dcs Schaltungschips eine Maximie- 
rung dcr durch die AnschluBflachen bescuten Flachc. so daB 
dcr BondprozcB sowohl vcrcinfacht als auch bcschlcunigt 
durchgefuhrt werden kann. 

Bci bevorzugten Ausfuhrungsbeispielen der vorliegenden 
Erfindung werden die beiden Kontaktc elektrisch gleichwer- 
tig ausgebildet, so daB die Einbau-Orientierung hinsichtlich 
der Ausrichtung dcr Oberseite bzw. dcr Unterseite beliebig 
ist. Weiterhin konnen groBflachige Metal li si erun gen auf der 
Vorderseite bzw. dcr Riickscitc weiterc Aufgaben iibemeh- 
men, beispielsweise als Lichtschutz, als Abschirmung, als 
Potentialausgleich. als Korrosionsschutz, als Ansatzflache 
fiir eine magnetische oder elektrostatische Handhabung, 
usw. 
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Uberdies wird durch die auf unierschiedlichen Haupi- 
oberflachen liegenden AnschluBflachen die Gefahr von 
Kurzschlussen durch ineinander flieBende Leitkleber und 
dcrglcichcn bescitigt. 
5 Somit eignet sich der erfindungsgemaBe Schaliungschip 
insbesondere zum Einbau in ein Isolationssubstrat, dcrart. 
dafi beidc Hauptobcrflachcn dcs Chips im wesentlichen bun- 
dig mit den Hauptobcrflachcn dcs Isolationssubstrats sind. 
Vorzugsweise kann auf dcr Unterseite dcs Isolationssub- 

LO strats cine ganzflachigc Mctallisicrung vorgeschen scin. wo- 
durch cine Kontakticrung dcs auf dcr Unterseite dcs Schal- 
tungschips vorgcschcncn AnschluBflachc rcalisicrt wird. 
Die Kontakticrung dcr auf dcr Oberseite dcs Schaltung- 
schips angeordneten AnschluBflache kann mittels einer 

15 strukturicrtcn Mctallisicrung, die auf dicsc Obcrflachc dcs 
Isolationssubstrates und des Schaltungschips aufgebracht 
wird, crfolgcn. 

Bevorzugte Ausfuhrungsbeispiele der vorliegenden Er- 
findung werden nachfolgend bezugnehmend auf die beilie- 

20 genden Zeichnungen naher erlauten. Es zeigen: 

Fig. 1 schematisch eine Querschnittansichr eines erfin- 
dungsgemaBen Schaltungschips; 

Fig. 2 eine schematische Querschni transient eines Trans- 
pondermoduls. das einen erfindungsgemaBen Schaltung- 

25 schip enthalt; und 

Fig. 3 eine schematische Darstellung zur Veranschauli- 
chung, wie eine Metallisierung auf die Ruckseite des Schal- 
tungschips gefuhrt werden kann. 
In Fig. 1 ist schematisch ein einfaches Ausftihrungsbei- 

30 spiel eines erfindungsgemaBen Schaltungschips dargestellt. 
In der Nutzseite eines halbleitenden Substrats 2 ist eine inte- 
grierte Schaltung 4 mit einer Mehrzahl von Bauelementen 
gebildet. Das halbleitende Substrat 2 weist beispielsweise 
eine Dicke von 10 um auf. Auf die Oberseite und der Unter- 

35 seite des halbleitenden Substrats 2 sind jeweils diinne Passi- 
vierungsschichten 6 und 8 aufgebracht. Auf diesen Passivie- 
rungsschichten 6 und 8 ist jeweils eine Metallschicht 10 und 
12 einer Dicke von typischerweise 0,5 um vorgesehen. Die 
Metallschicht 10 ist iiber eine leitfahige Verbindung 14 mit 

40 der integrierten Schaltung in dem halbleitenden Substrat 2 
verbunden. Ebenso ist die Metallschicht 12 auf eine belie- 
bige geeignete Art und Weise mit der integrierten Schaltung 
4 verbunden, wie schematisch durch eine gestrichelt darge- 
stellte Verbindung 16 gezeigt ist. Die Metallschichten 10 

45 und 12 sind vorzugsweise mit zwei zur Signaleinkopplung 
oder Signalauskopplung dienenden Anschliissen der inte- 
grierten Schaltung verbunden. die ohne Beeintrachtigung 
der integrierten Schaltung vertauschbar sind. so daB der 
Schaltungschip in einer beliebigen Ausrichtung mitlels der 

50 AnschluBflachen 10 und 12 extern kontaktiert werden kann. 
Die Passivierungsschichten 6 und 8 dienen zur Isolation des 
Halbleiiersubstrats 2 von den AnschluBflachen, die durch 
die Metallschichten 10 und 12 gebildet sind. Dabei isi anzu- 
merken. daB die Passivierungsschicht 8 nicht notwendiger- 

55 weisc vorhanden ist, wie nachfolgend ausfuhrlichcr crlautcrt 
wird. 

Die Metallschichten 10 und 12 konnen aus einem beliebi- 
gen Metall nach Vorgabe der Halbleitertcchnik bestchen und 
mittels der dort verwendeten Verfahren hergestellt werden. 

60 Beispielhafte Metalle sind Al, W, Cr, Ti, TiN, Cu oder Au, 
sowie Legierungen und Kombinarionen derselben. 

Die in Fig. 1 schematisch bei 16 dargcstelltc leitfahige 
Verbindung kann auf unterschiedliche Arten realisiert sein. 
Beispielsweise kann dieselbe durch eine Durchkontaktie- 

65 rung bis zu einem geeignet dotieren Bereich der integrierten 
Schaltung implemendert sein. Altemativ kann diese leitfa- 
hige Verbindung iiber auf zumindest einer Seitenflache des 
halbleitenden Substrats 2 vorgesehene leitfahige Strukturen 



